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Madrid, martes 23 de junio de 2015

La luz polarizada permite controlar las
memorias ferroeléctricas usadas en los
microprocesadores

® Este método aumenta la versatilidad de las memorias al
sustituir el uso de costosos circuitos eléctricos

® | anuevatécnica abre el camino para dispositivos en la
nanoescala mediante ingenieria sin contacto

Los dispositivos de memoria ferroeléctrica, empleados en microprocesadores, ofrecen
numerosas ventajas (requieren poca energia y permiten una gran velocidad de
escritura), pero tienen un gran inconveniente: necesita un circuito eléctrico de acceso,
lo que limita su integracidon en dispositivos y dificulta sus aplicaciones practicas. Sus
homodlogos convencionales, las memorias magnéticas, son mas manejables.

Ahora un nuevo estudio ha mostrado un sustituto para el circuito eléctrico: la luz
polarizada. Mediante el uso de esta luz se puede acceder y manejar la memoria
ferroeléctrica sin necesidad de conexiones eléctricas, seglin ha descubierto un estudio
liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC).
Los resultados se publican en la revista Nature Communications.

“Los materiales ferroeléctricos tienen una polarizacidon espontdnea y estable, la cual
puede ser reorientada mediante la aplicacion de un campo eléctrico. Esta
caracteristica es la base de varios dispositivos ferroeléctricos, como las memorias de
acceso aleatorio ferroeléctricas (FeRAM)”, explica Fernando Rubio-Marcos,
investigador del CSIC en el Instituto de Ceramica y Vidrio.

“En estos dispositivos de memoria, el almacenamiento de los bits de datos se consigue
mediante el movimiento de las paredes de dominio que separan regiones con
diferentes direcciones de polarizacidon. Por lo tanto, un impulso eléctrico externo
puede cambiar la polarizacion entre dos direcciones estables, lo que representa Oy 17,
afiade. Este comportamiento es responsable de un proceso de lectura/escritura que se
puede completar en cuestién de nanosegundos.

El hallazgo de los investigadores permite ahora controlar ese proceso sin necesidad de
un circuito eléctrico, sino empleando luz polarizada. El nuevo método es capaz de
convertir directamente la energia de la luz en movimiento de la pared de dominio
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ferroeléctrico. “Este nuevo efecto potencialmente podria conducir al control remoto
de las paredes de dominio ferroeléctricos por la luz, lo que abre un marco para nuevos
dispositivos en la micro y nanoescala mediante la ingenieria de dominios sin contacto”,
sefiala Rubio-Marcos.

Para lograr este método, el grupo de investigadores, liderado por el profesor José
Francisco Fernandez, del Instituto de Ceramica y Vidrio, ha mostrado la capacidad para
mover las paredes de dominio ferroeléctricos de un material ceramico (Titanato de
bario) variando el angulo de polarizacién de una fuente de luz coherente. Este
inesperado acoplamiento entre la luz polarizada y la polarizacién ferroeléctrica
modifica la tension inducida en las paredes dominio de este material ceramico, que ha
podido ser observado in situ mediante la utilizacion de la Microscopia Raman confocal.

Como resultado, mediante esta metodologia la energia de la luz es directamente
reconvertida en movimiento de la pared de dominio ferroeléctrico, lo que provoca la
conmutaciéon de la polarizacién, sin la necesidad de conexiones eléctricas o de
contacto fisico.

El CSIC ha solicitado una patente Europea ante el potencial de aplicacién del
descubrimiento.
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